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1. はじめに 

量子カスケードレーザ(QCL)は赤外域の小型光源として、様々な応用への適用が期待されて

いる[1,2]。本研究では、横モード制御としきい値電流の低減に必要となるリッジ導波路構造を

歩留まり良く作製する目的で、QCLに対する酸化狭窄法[3]の適用を検討したので報告する。 

2. 素子構造・実験 

InP 基板上に QCL 構造を結晶成長し、最初にドライエッチング手法を用いてリッジ導波路

構造を形成した。この際、リッジ高さは約 9μｍ、リッジ幅は 6～12μｍとした。この素子に

水蒸気酸化炉を用いて酸化を施した。QCL は発光層が InAlAs/InGaAs の積層で構成されてお

り、水蒸気酸化を施す事で、InAlAs 層が酸化され電流狭窄・光狭窄層として作用する事を期

待した。 

3. 結果 

図 1 に酸化狭窄後の素子の断面 SEM 写真を示す。リッジ両脇からおよそ 3μｍにわたって

InAlAs層が酸化されている様子が観察される。図 2に酸化狭窄構素子と通常素子の I-L曲線を

示す。酸化狭窄を施した素子ではしきい値電流が低くなっており、実効的にリッジ幅が狭く

なっていると考察できる。 
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図 1. 酸化狭窄素子の断面 SEM写真 図 2. 酸化狭窄有無での I-L曲線比較 
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